
 

 

 

Informatīvais ziņojums par ERAF projektā No. 1.1.1.1/16/A/203, “Daudzslāņu silīcija 

nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slāņiem” paveikto laika posmā 

01.05.2019.-31.07.2019. 

Pārskata periodā veikti sekojošie pētījumi: 

Veikta 3. aktivitātē izgatavoto nanokondensatoru uz zemās pretestības Si plāksnēm 

elektrisko parametru mērīšana. 

Mērīti un analizēti Si3N4 nanoslāņu fotoelektronu (FE) un termostimulētās 

eksoelektronu emisijas (TSEE) spektri 3. aktivitātē izgatavotiem Si-SiO2-Si3N4 paraugiem. 

Si-Si3N4 paraugi ar Si3N4 slāņa biezumu 20, 40 un 60 nm tika apstaroti ar 1 kGy gamma 

starojumu un tika salīdzināti neapstaroto un apstaroto paraugu infrasarkanās absorbcijas spektri 

(1. attēls). 

 
1. attēls. Neapstarotu un ar 1 kGy gamma starojumu apstaroto Si-Si3N4 paraugu infrasarkanās 

absorbcijas spektri: (a) vienslāņa Si3N4; (b) daudzslāņu Si3N4. 
 

Vienslāņa Si3N4 gadījumā (1.(a) att.) 60 nm biezam slānim pēc apstarošanas samazinās 

Si-N asimetrisko saišu signāla (ap 1100 cm-1) intensitāte. Daudzslāņu Si3N4 gadījumā 

(1.(b) att.) starojuma ietekme praktiski nav novērojama. Tas liecina par to, ka daudzslāņu Si3N4, 

kas sintezēts uz zemās pretestības Si plāksnes virsmas, ir stabilāks par vienslāņa Si3N4. 

Tiek gatavots raksts par iespēju analizēt skābekļa veidotus elektriski aktīvus centrus 

Si3N4 nanoslāņos, apstarojot Si3N4 nanoslāņus ar infrasarkano starojumu un nomērot 

apstarotiem nanoslāņiem infrasarkanās absorbcijas spektrus ATR-FTIR (Attenuated Total 

Reflection Fourier Transform Infrared Spectrometry) režīmā. 
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